Chovani kovu IlI (Al) a IV (Sn) skupiny na povrchu Si(100) bylo studovano metodou skenovaci
tunelové mikroskopie v teplotnim rozmezi 115 K az 350 K. Vyvoj délek cinovych fetiskl pfi pokojové
a vyssi teploté byl studovan metodou opakovanych radkovych skent. Aktivacni energie a prislusné
frekvencni prefaktory pro odpojeni riiznych typl atom z koncU retizkl byly ziskany statistickym
zpracovanim experimentalnich dat. Kninetické Monte Carlo simulace byly pouZity k ziskani
aktivacénich energii pro preskoky Sn adatomd na povrchu Si(100) pfi pokojové teploté fitovanim
experimentalné namérenych rlstovych charakteristik systému Sn/Si(100). Tti zakladni Al objekty
pozorované skenovacim tunelovym mikroskopen za pokojové teploty na Si(100) byly identifikovany a
zevrubné popsany. Pfimé pozorovani preskokl Al adatomu na Si(100)-c(4x2) pti teploté 115 K bylo
pouziko ke stanoveni aktivacnich energii potifebnych pro jednotlivé preskoky ve sméru kolmém k Si
dimerovym radkim a paralelnim s Si dimerovymi radky. Kinetické Monte Carlo simulace byly pouZity
k ziskani aktivacnich energii pro pfeskok Al adatomu na povrchu Si(100) za pokojové teploty
fitovanim experimentalné namérenych rdstovych charakteristik systému Al/Si(100)



